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【はじめに】ダイヤモンドは GaN や SiC と比べ、高い絶縁破壊電界やキャリア移動度をもち、高

周波で高効率に電力を制御する次世代パワーデバイスとして期待されている。実用化には大口径

のダイヤモンドウェハが必要となるため、これまで多くの系のダイヤモンドヘテロエピタキシャ

ル成長法が報告されてきたが、最近、我々はサファイア基板上に 1 インチ径の最高品質ヘテロエ

ピタキシャルダイヤモンドの成長に成功した[1,2]。ここではサファイア基板上に大口径、高品質

のヘテロエピタキシャルダイヤモンドが成長する機構を、従来の MgO 基板上[3]と比較し、明ら

かにしたので報告する。 

【実験方法】(112̅0)面サファイア基板上と(001)面 MgO 基板上に Ir(001)バッファ層をそれぞれ堆 

積させ、マイクロ波プラズマ CVD 法でダイヤモンド層(001)を成長させた。X 線回折装置で逆格 

子マップを測定し、各層の成長方向と面内方向の格子定数、歪みを測定した。 

【実験結果と考察】図 1 にサファイア基板上と MgO 基板上の Ir(004), (311)の逆格子マップの結果

を示す。いずれも Ir(004)の成長方向の逆格子点 Qz から Ir の成長方向の格子定数(c)を導出し、c と

Ir(311)の Qz から Ir の面内方向の格子定数(a)を測定した。図に引かれた赤線は無歪みの場合の逆

格子点 Qz₀を示す。図 1(a), (b)の右側の Ir(311)のピーク位置の Qz を比較するとサファイア基板上

では Qz は Ir の無歪み時よりも大きく、圧縮歪みを示し、一方 MgO 上では Qz は Ir の無歪み時よ

り小さく、引張歪みを示した。これは Ir とサファイア、MgO の熱膨張率の大小で説明できる。ダ

イヤは両者とも引張歪みであった。下地の基板による Ir バッファ層の歪みがヘテロエピタキシャ

ルダイヤモンドの結晶性に大きく影響を与えることが示唆される。以上の結果から、サファイア

基板上に大口径・高品質ヘテロエピタキシャルダイヤモンドが成長する機構が説明できる。 

 Figure 1. Reciprocal lattice map results of Ir (004) and (311) on (a) sapphire and (b) MgO substrate 
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